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図1　InGaN量子ドットを含むp-i-n構造の三次
元模式図

スピンエレクトロニクスデバイス応用に向けたInGaN量子ドットの特性
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室温までの条件下で外部電界の印加によりInGaN量子ドット＊1内の励起子スピン＊2を初めて実験的に操作した
ので報告する。さらに，励起子のスピン緩和が温度に依存しないこともわかった。本結果は，将来，窒化物半導
体量子ドットを実用的な室温スピントロニクス＊3デバイスに利用する上で非常に有望である。本編では特に，本
量子ドットを用いたスピンLEDや半導体レーザの実現に関して論じる。

*1 量子ドット
およそ50nm以下の非常に小
さい半導体粒子で，電子また
は正孔を3次元全ての方向で
閉じ込めることができる。

*2 励起子
半導体中のクーロン力によって
束縛された電子と正孔のペア。
励起子は半導体中に光子が吸
収されることにより生成される。

*3 スピントロニクス
固体デバイス中の電子のスピ
ンを活用する工学技術。

*4 電子スピン
電子の回転方向あるいは角運
動量の向きによって定まる電
子の特性。

*5 ウルツ鉱型
六方晶系の結晶構造の一つ。
GaNのような窒化物半導体で
一般的な安定した結晶構造。

*6 透過電子顕微鏡
非常に薄い試料に電子ビーム
を透過させ，試料との干渉作
用によって検査する顕微鏡。

*7 原子間力顕微鏡
非常に高解像度な走査型プ
ローブ顕微鏡。

*8 ストリークカメラ
光の強度の時間的な変化を測
定する機器。時間分解能は一
般にピコ秒単位の精度を持つ。
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図3　窒化物量子ドットを持つスピンLEDの三次元
模式図

図2（a）　3つの温度に対するPL直線偏光の時間依
存性（T=20，100，250K-Eexc=2.85eV，
Edet=2 .753eV，0V）

（b）温度と印加された外部電界の関数としての
直線偏光の依存性


